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SiC基板の研磨加工におけるダイヤモンドスラリーの加工特性に関する研究(第2報) 
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1. 緒言 
シリコンカーバイド(SiC)はシリコン(Si)と比較し、

バンドキャップが約 3 倍、絶縁破壊電界が約 7 倍、

熱伝導率が約３倍の物質的性質を持つ。そのため次

世代デバイス用材料として大いに期待されている。

しかし、SiC はモース硬度が 9 でありダイヤモンド

に次ぐ高い硬度を持ち合わせ、また化学的に安定し

た物性を示すため非常に加工が困難である 1,2)。 
本研究では難研磨材料である SiC をポリッシング

する際に充分な加工レートかつ良好な研磨面粗さを

兼ね備えたスラリーを見出すことを目的とする。 
第 1 報 3)ではダイヤモンドスラリーの種類、砥粒

径、添加剤による加工特性への影響を検討し，種々

の知見を得た。 
本報では、スラリー中のダイヤモンド砥粒濃度が

加工特性に及ぼす影響について検討を行った。 
2.  実験方法と加工条件 

表 1 に加工条件を示す。 
加工前の SiC 基板の面状態を一定とするために、

本加工前に 1μｍ多結晶ダイヤモンドと銅定盤を用

いて粗加工を行った(表面粗さ Ra≒2～3μｍ)。 
ダイヤモンドスラリーとしては、砥粒径 0.1μｍの単

結晶および多結晶ダイヤモンドを水中に分散したス

ラリーを加工に用いた。検討に用いたダイヤモンド

スラリーを表 2 に示す。 
3.  実験結果・考察 

3.1 スラリー中の砥粒濃度による加工特性 
錫定盤を用い、各種スラリーで加工した際の加工

量を図 1 に、加工面粗さを図 2 に示す。また原子間 
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表 1 加工条件 

加工材料 4H-SiC ウェハ(2 インチ) 
加工装置 卓上小型ラッピングマシン 

Nanofactor 社製 NF300HP 
定盤 錫定盤 φ300mm 

スラリー ダイヤモンドスラリー 
流量 3 ml/min 
荷重 300 g/cm2 

回転数 90 rpm 
加工時間 1/2 hour 

 
表 2 検討に用いたダイヤモンドスラリー 

種類 単結晶，多結晶 
平均粒径 (D50,μｍ) 0.1 
砥粒濃度 (cts/L) 10, 20, 30, 50 
 
力顕微鏡(AFM)での観察画像を図 3 に示す。 
加工量については，砥粒濃度の増加に伴い，加工

量は向上する結果となった。単結晶ダイヤモンドと

多結晶ダイヤモンドでは，単結晶ダイヤモンドのほ

うが高い濃度依存性を示した。 
加工面粗さは，砥粒濃度が 10cts/L では前工程の研

磨痕が残っており，Ra も大きい数値であった。砥粒

濃度が 20cts/L となると，前工程の影響はほぼなくな

り，Ra は約 0.5nm まで低減し，さらに砥粒濃度が高

くなると，緩やかではあるが，表面粗さが良好とな

る傾向が認められた。単結晶ダイヤモンドと多結晶

ダイヤモンドでは，多結晶ダイヤモンドのほうが良

好な表面粗さを示した。これは単一の結晶でできて

いる単結晶ダイヤモンドと小径ダイヤモンドの集合

体である多結晶ダイヤモンドの違いによるものと考

える(図 4 参照) 
AFM での観察画像においても，砥粒濃度 10cts/L
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では前工程の研磨痕と思われる深いキズがはっきり

と確認できた。砥粒濃度 20cts/L でも若干深いキズは

確認できるが，砥粒濃度 30cts/L では，全面に比較的

均一な研磨痕が認められるようになり，その傾向は

砥粒濃度 50cts/L でより顕著となった。このことより，

短時間で前工程の粗さを除去するためには，砥粒濃

度のアップが効果的であることがわかった。 
4. 結言 

本研究ではダイヤモンドスラリーの砥粒濃度によ 
る加工特性への影響を検討した。砥粒濃度が高いほど，

加工効率は良好となり，加工面粗さも前工程の影響を

取り除くことができた。単結晶と多結晶では，単結晶

のほうが加工効率は高かったが，加工面粗さは多結晶 

のほうが良好であった。 

 

今後，これらの知見を活用して， SiC をポリッシン

グする際に充分な加工レートかつ良好な研磨面粗さ

を兼ね備えたスラリーの開発を目指す。 
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図 1 砥粒濃度と加工量 

 a) 単結晶 10cts/L b) 単結晶 20cts/L c) 単結晶 30cts/L d) 単結晶 50cts/L   

図 3 AFM による加工後の表面観察画像 

図 2 砥粒濃度と表面粗さ 
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 a) 単結晶ダイヤモンド b) 多結晶ダイヤモンド 
図 4 SEM 観察写真(倍率 50 万倍) 




